SFE 569

Si-NPN-Transistor

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistoren fiir Anwendungen in der Hybrid- und Aufsetz-

technik.

Mit Komplementértypen SFE 570 anwendbar in den Video-B-Endstufen.
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MafBbild mit AnschluBbelegung Gehéuse: SOT-89
Grenzwerte
Grenzwert DI min. max. Einheit
zeichen
Kollektor-Basis-Spannung  |Upq 250 Vv
Kollektor-Emitter- UCEO 250 v
Spannung
Emitter-Basis-Spannung UEBO 5 \
Kollektorstrom lIC 50 mA
Kollektorspitzenstrom ICM 100 mA
Gesamtverlustleistung Ptot I w
1 Lo}
bei T, 1, < 25 °C
- auf Keramiksubstrat
0,7 mm dick
2,5 em? Fliche
Sperrschichttemperatur Tj 150 %
Betriebstemperaturbereich Tstg -55 125 L &

76




Grenzwerte

Kurz-

Grenzwert . min. max. Einheit
zeichen

Warmewiderstande

zwischen Sperrschicht

und Umgebung

- auf Keramiksubstrat Rthja 125 K/W

0,7 mm dick
2,5 em® Flache

zwischen Sperrschicht Rthjc 25 K/W

und Kollektor

Ausgewiihite Kennwerte (Tymp = 25 °C)

Kennwert i MeRBbedingung min. | typ. | max. [Einheit

zeichen

Kollektor-Basis-Reststrom ICBO IE =0 50 nA
UCB = 200 V

Kollektor-Emitter- UCEsat IC = 30 mA 0,6 v

Restspannung IB = 5 mA

Gleichstromverstarkung hFE UCE =20V 50
IC = 25 mA

Transit-Frequenz fT UCE =10V 60 MHz
IC = 10 mA
fM = 20 MHz

Rickwirkungskapazitét 6128 UCE =30V 1,6 pF
IC =0
f = 1 MHz
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